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요약

본 발명은 보다 저렴한 비용으로 보다 용이하게 오버 슈트 또는 언더 슈트를 발생하고, 도트 반전 구동에도 적용이 가능
한 액정 표시 장치를 개시한다.

    
본 발명에 따르면, 액정 표시 장치의 게이트 전극 라인과 데이터 전극 라인에 형성된 일정 영역에 메인 픽셀 영역과 서
브 픽셀 영역을 각각 형성한다. 이때, 메인 픽셀 영역은 데이터 전극 라인과 이전 게이트 전극 라인간에 연결된 제1 T
FT를 형성하고, 상기 제1 TFT에 제1 액정 캐패시터와 제1 스토리지 캐패시터를 병렬 연결한다. 또한, 서브 픽셀 영역
은 병렬 연결된 제1 액정 캐패시터와 제1 스토리지 캐패시터에 제2 TFT의 제1단을 연결하고, 제2 TFT의 제2단은 현
재 게이트 전극 라인에 연결하며, 제2 TFT의 제3단은 제2 액정 캐패시터와 제2 스토리지 캐패시터를 형성한다.
    

그 결과, 서브 픽셀 영역에는 이전 프레임의 정보가 저장되고, 메인 픽셀과 서브 픽셀의 캐패시턴스의 비율에 의해 최종 
픽셀 전압이 결정되면 그 만큼의 오버 슈트를 얻을 수 있다.

 - 1 -



공개특허 특2003-0012668

 
대표도

도 3

색인어
액정, 오버 슈트, 언더 슈트, 분할, 응답속도, 고속

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 TFT-LCD의 화소 등가 회로를 설명하기 위한 도면이다.

도 2는 일반적인 액정 표시 장치의 노멀 구동과 오버 슈트 및 언더 슈트 구동에 따른 응답 속도 파형을 설명하기 위한 
도면이다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 픽셀 메모리 기능을 갖는 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 상기한 도 3의 액정 표시 패널을 설명하기 위한 구조도이다.

도 5는 본 발명에 따른 시뮬레이션한 결과를 도시한다.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100 : 메인 픽셀200 : 서브 픽셀

Clcm : 메인 액정 캐패시터Cstm : 메인 스토리지 캐패시터

Clcs : 서브 액정 캐패시터Csts : 서브 스토리지 캐패시터

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 보다 저렴한 비용으로 보다 용이하게 오버 슈트 또는 언더 
슈트를 발생하여 액정의 응답 속도를 증가시키고, 도트 반전 구동에도 적용이 가능한 액정 표시 장치(이하 LCD)에 관
한 것이다.

일반적으로 LCD는 두 기판 사이에 주입되어 있는 이방성 유전율을 갖는 액정 물질에 전계를 인가하고, 이 전계의 세기
를 조절하여 기판에 투과되는 빛의 양을 조절함으로써 원하는 화상 신호를 얻는 표시 장치이다. 이러한 LCD는 휴대가 
간편한 플랫 패널형 디스플레이 장치 중에서 대표적인 것으로서, 이 중에서도 박막 트랜지스터(Thin Film Transisto
r; TFT)를 스위칭 소자로 이용한 TFT-LCD가 주로 이용되고 있다.

도 1은 일반적인 TFT-LCD의 화소 등가 회로를 설명하기 위한 도면이다.

도 1에 도시한 바와 같이, 일반적인 TFT-LCD의 화소는 데이터 전극 라인과 게이트 전극 라인에 각각 연결된 TFT 스
위칭 소자, 액정 캐패시터(Clc), 스토리지 캐패시터(Cst), 제1 기생 캐패시터(Cgd), 제2 기생 캐패시터(Cds) 및 오버
랩 캐패시터(Cover)를 포함한다.
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구동시, 게이트 전극 라인을 통해 양극성의 펄스가 인가되면 TFT 스위칭 소자는 턴온 상태가 된다. 이때 신호 라인을 
통해 TFT 스위칭 소자의 소스 전극에 인가된 신호 전압은 드레인을 통해서 액정 캐패시터(Clc) 및 스토리지 캐패시터
(Cst)에 인가된다. 게이트 펄스와 함께 인가된 신호 전압은 게이트 전압이 오프된 후에도 계속 유지되며 액정 캐패시터
(Clc)에 인가된다.

이러한 액정 표시 장치(LCD)를 대화면 응용 등에 대응시키는데 있어서, 가장 큰 제한이 응답 속도이고, 응답 속도를 
향상하기 위한 노력이 다각도로 연구되고 있다. 이러한 노력의 일환은 오버 슈트 구동이나 언더 슈트 구동을 이용한 액
정 구동 방식이다.

도 2는 액정 표시 장치의 노멀 구동과 오버 슈트 구동에 따른 응답 속도 파형을 설명하기 위한 도면으로, 종래의 노멀 
구동 방법과 오버 슈트 구동 방법의 차이를 알 수 있다. 여기서, 도 2의 (a)에 도시한 파형은 픽셀에 인가되는 일반적인 
전압의 파형과 함께 오버 슈트 구동에 따라 픽셀에 인가되는 전압 파형(빗금 처리)이다.

도 2에 도시한 바와 같이, 기존의 구동 방법에서는 응답 속도가 느리게 나타나는((b)에 도시) 반면, 오버 슈트 구동이
나 언더 슈트 구동을 해주면 계조가 바뀌는 순간에 강한 전압 혹은 더 낮은 전압이 인가되므로((c)에 도시) 액정이 빠
르게 움직인다.

이상에서 설명한 바와 같이, 일반적으로 액정 표시 장치의 응답 속도를 향상하기 위해서는 계조가 변경되는 순간에 액
정에 인가되는 전압을 정상 전압보다 높은 전압(오버 슈트; Under shoot)을 인가하거나, 정상 전압보다 낮은 전압(언
더 슈트 ; Under shoot)을 인가하므로써 액정을 보다 빠르게 움직이게 유도하고, 그에 따라 액정 표시 장치의 응답 속
도를 향상시킬 수 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명의 기술과 과제는 이러한 점에 착안한 것으로, 본 발명의 목적은 픽셀에 메모리 기능을 부여하므로써, 보다 
저렴한 비용으로, 보다 간단한 방식으로 오버 슈트 또는 언더 슈트를 발생시켜 액정의 응답 속도를 고속화하기 위한 액
정 표시 장치를 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 하나의 특징에 따른 액정 표시 장치는, 주사 신호를 전달하는 다수의 게이트 전
극 라인과, 상기 게이트 전극 라인에 수직 배치되어 데이터 신호를 전달하는 다수의 데이터 전극 라인을 포함하는 액정 
표시 장치에 있어서,

제1단과 제2단이 각각 이전의 데이터 전극 라인과 이전의 게이트 전극 라인간에 연결된 제1 스위칭 소자와, 일단이 상
기 제1 스위칭 소자에 연결된 제1 액정 캐패시터를 구비하여 상기 게이트 전극 라인과 상기 데이터 전극 라인간의 일정 
영역에 형성되며, 상기 주사 신호를 근거로 상기 데이터 신호를 디스플레이하는 메인 픽셀부; 및

소정의 캐패시터를 구비하여 이전 프레임의 전압을 메모리하는 서브 픽셀부를 포함하여,

상기 메인 픽셀부와 상기 서브 픽셀부의 캐패시턴스의 비율에 의해 결정된 최종 픽셀 전압을 근거로 오버 슈트와 언더 
슈트중 어느 하나를 얻는 것을 특징으로 한다.

여기서, 상기한 메인 픽셀부는 일단이 상기 제1 스위칭 소자에 연결된 제1 스토리지 캐패시터를 더 포함하는 것이 바람
직하다.

또한, 상기한 서브 픽셀부은,

제1단이 상기 제1 액정 캐패시터의 일단에 연결되고, 제2단이 현재의 게이트 전극 라인에 연결된 제2 스위칭 소자; 및 
일단이 상기 제2 스위칭 소자의 제3단에 연결되어, 이전 프레임의 전압을 메모리하는 제2 스토리지 캐패시터를 포함하
는 것이 바람직하다.
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또한, 상기한 서브 픽셀부는,

제1단이 상기 제1 스토리지 캐패시터의 일단에 연결되고, 제2단이 현재의 게이트 전극 라인에 연결된 제2 스위칭 소자
; 일단이 상기 제2 스위칭 소자의 제3단에 연결된 제2 액정 캐패시터; 및 일단이 상기 제2 액정 캐패시터의 일단에 연
결되어, 이전 프레임의 전압을 메모리하는 제2 스토리지 캐패시터를 포함하는 것이 바람직하다.

또한, 상기한 n번째 프레임의 최종 픽셀 전압(Vn)은,                                                     (여기서, V(Dn) 는 n
번째 프레임에서 데이터 전극 라인을 통한 픽셀 공급 전압, V(n-1) 는 n-1번째 프레임의 픽셀 전압, Vm은 메인 픽셀
부에서의 픽셀 전압, Cclm는 메인 픽셀부에서의 액정 캐패시턴스, Cstm은 메인 픽셀부에서의 스토리지 캐패시턴스, V
s는 서브 픽셀부에서의 픽셀 전압, Ccls는 서브 픽셀부에서의 액정 캐패시턴스, Csts는 서브 픽셀부에서의 스토리지 캐
패시턴스)를 근거로 산출되는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기한 서브 픽셀부는 소정의 투명 전극(ITO)과 연결되어 개구부로 동작하는 것이 바람직하고, 상기한 서브 픽
셀부는 소스-드레인 레이어 형성시, 독립적으로 형성되는 것이 바람직하며, 상기한 서브 픽셀부는 서브 픽셀용 투명 전
극을 별도로 형성하여 상기 메인 픽셀부와 연결되는 것이 바람직하다.

이러한 액정 표시 장치에 의하면, 데이터 전극 라인과 게이트 전극 라인간에 형성된 픽셀에 메모리 기능을 부여하므로
써, 보다 저렴한 비용으로, 보다 간단한 방식으로 오버 슈트 또는 언더 슈트를 발생하여 액정 표시 장치의 응답 속도를 
고속화할 수 있다.

그러면, 통상의 지식을 지닌 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 실시예에 관해 설명하기로 한다.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 픽셀 메모리 기능을 갖는 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면으로, 특히 액정 표시 
패널의 등가 회로도이고, 도 4는 상기한 도 3의 액정 표시 패널을 설명하기 위한 구조도이다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 픽셀 메모리 기능을 갖는 액정 표시 장치는 복수의 데이터 전극 라인(Dn, 
Dn+1, Dn+2, ...)과 상기 데이터 전극 라인에 수직 배치된 복수의 게이트 전극 라인(Gn, Gn+1, Gn+2, ...)간의 일
정 영역에 메인 픽셀 영역(100)과 서브 픽셀 영역(200)을 각각 구비한다.

메인 픽셀 영역(100)은 제1 스위칭 소자(TFT1), 메인 액정 캐패시터(Clcm), 메인 스토리지 캐패시터(Cstm)를 포함
하여 이루어지고, 서브 픽셀 영역(200)은 제2 스위칭 소자(TFT2), 서브 액정 캐패시터(Clcs) 및 서브 스토리지 캐패
시터(Csts)를 포함하여 이루어진다.

    
보다 상세히는, 제1 스위칭 소자(TFT1)의 소스 전극은 제1 데이터 전극 라인(Dn)에 연결되고, 게이트 전극은 제1 게
이트 전극 라인(Gn)에 연결되며, 드레인 전극은 픽셀 투명 전극(ITO)을 경유하여 메인 액정 캐패시터(Clcm), 메인 스
토리지 캐패시터(Cstm) 및 제2 스위칭 소자(TFT2)에 병렬 연결되어, 게이트 전극 라인을 통해 입력되는 주사 신호, 
바람직하게는 게이트를 턴온시키는 게이트 선택 펄스의 인가에 따라 턴온되어 데이터 전극 라인을 통해 입력되는 데이
터 신호를 메인 액정 캐패시터(Clcm)에 제공한다.
    

메인 스토리지 캐패시터(Cstm)의 일단은 상기한 픽셀 ITO를 경유하여 제1 스위칭 소자의 드레인 전극에 연결되고, 타
단은 공통 전극 전압(Vcom)을 공급받는다. 여기서, 공통 전극 전압을 제공받기 위해 공통 전극 라인에 연결되는 것이 
바람직하다.

메인 액정 캐패시터(Clcm)의 일단은 상기한 픽셀 ITO를 경유하여 제1 스위칭 소자(TFT1)의 드레인 전극에 연결되고, 
타단은 소정의 그라운드인 상판 전극(미도시)에 연결된다.
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제2 스위칭 소자(TFT2)의 소스 전극은 상기한 픽셀 ITO를 경유하여 메인 스토리지 캐패시터(Cstm)의 일단에 연결
되고, 게이트 전극은 제2 게이트 전극 라인(Gn+1)에 연결되며, 드레인 전극은 서브 액정 캐패시터(Clcs) 및 서브 스
토리지 캐패시터(Csts)에 각각 연결된다. 도면상에는 서브 액정 캐패시터와 서브 스토리지 캐패시터를 모두 구비하는 
것을 그 일례로 설명하였으나, 서브 스토리지 캐패시터(Csts)만을 구비할 수도 있을 것이다.

서브 스토리지 캐패시터(Csts)의 일단은 제2 스위칭 소자(TFT2)의 드레인 전극에 연결되고, 타단은 공통 전극 전압
을 공급받는데, 상기한 공통 전극 전압을 공급받기 위해 공통 전극 라인에 연결되는 것이 바람직하다.

서브 액정 캐패시터(Clcs)의 일단은 제2 스위칭 소자(TFT2)의 드레인 전극에 연결되고, 타단은 소정의 그라운드인 
상판 전극(미도시)에 연결된다.

이상에서는 상기한 서브 픽셀 영역이 액정 캐패시터와 스토리지 캐패시터를 모두 구비하는 것을 그 일례로 설명하였으
나, 스토리지 캐패시터만을 구비할 수도 있다. 물론 이때에는 서브 픽셀 영역은 화상 디스플레이에 이용되지 않고, 단지 
이전 프레임의 픽셀 전압을 메모리하는 역할만 수행한다.

또한, 상기한 서브 픽셀 영역은 소스-드레인(S/D) 레이어 형성시, 메인 픽셀과는 독립적으로 형성되는 것이 바람직하
며, 상기한 서브 픽셀 영역은 서브 픽셀용 투명 전극을 별도로 형성하여 상기 메인 픽셀과 연결되는 것이 바람직하다.

이상에서 설명한 바와 같이, 서브 픽셀 영역은 ITO와 연결되어 개구부로 작용할 수도 있고, 단지 스토리지 캐패시터만
을 이용하여 메모리 기능만을 수행할 수도 있다.

또한, 데이터 전극 라인과 게이트 전극 라인간의 일정 영역에 형성된 메인 픽셀 영역을 통해 소정의 화상을 디스플레이
하는 구조를 갖고 있으므로 라인 반전 구동뿐만 아니라, 도트 반전 구동에도 적용할 수 있음은 자명하다.

그러면, 상기한 도 1과, 도 3을 참조하여 본 발명에 따른 픽셀 메모리 기능을 갖는 액정 표시 장치의 작동 원리를 프레
임별로 분리하여 설명한다.

먼저, 첫 번째 프레임에서 n번째 게이트 전극 라인(Gn)이 온 되면, n번째 메인 픽셀 영역에 전압이 인가되고, n+1번째 
게이트 전극 라인(Gn+1)이 온 되면, n+1번째 메인 픽셀영역에는 전압이 인가되는 동시에 n번째 서브 픽셀 영역에서
는 보다 복잡한 동작이 일어난다.

    
즉, n번째 메인 픽셀 영역과 n번째 서브 픽셀 영역 사이에 형성된 제2 스위칭 소자(TFT2)가 열리면서 n번째 메인 픽
셀 영역과 n번째 서브 픽셀 영역 사이의 전하 공유가 발생하면서 전압이 레벨링된다. 여기서, 인용한 도면 부호와 동일
하게 메인 픽셀 영역에서의 픽셀 전압을 Vm, 액정 캐패시터의 캐패시턴스를 Cclm, 스토리지 캐패시터의 캐패시턴스를 
Cstm이라 하고, 서브 픽셀 영역에서의 픽셀 전압을 Vs, 액정 캐패시터의 캐패시턴스를 Ccls, 스토리지 캐패시터의 캐
패시턴스를 Csts라 하자.
    

이때 두 픽셀 영역(n번째 메인 픽셀 영역과 n번째 서브 픽셀 영역) 사이를 연결하는 채널이 열리면서 레벨링이 되고 난 
후의 전압을 구할 수 있다.

즉, Qfin = Qmain + Qsub (여기서, Qfin 은 총 전하량, Qmain 메인 픽셀 전하량, Qsub 서브 픽셀 전하량)이므로, Ctot V

fin = Cmain Vm+ Csub Vs이다. 이를 정리하면 하기하는 수학식 1과 같다.
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수학식 1

이와 같이 n번째 픽셀에 인가되는 전압은 상기한 수학식 1을 근거로 결정되고, n+1번째 게이트(Gn+1)가 닫히면서 n
번째 메인 픽셀 영역과 n번째 서브 픽셀 영역은 각각 V fin 전압을 유지한다. 이때 n+1번째 게이트(Gn+1)가 닫히면서 
발생되는 킥백 전압은 무시한다.

이어 두 번째 프레임이 동작하게 되면, 역시 두 번째 프레임에서도 n번째 게이트(Gn)가 열리면서 n번째 픽셀 영역의 
메인 픽셀 영역에는 Vm2 전압이 인가된다.

상기한 Vm2 전압은 다시 n+1번째 게이트(Gn+1)가 열리면서 서브 픽셀 영역에서 가지는 서브 픽셀 전압 Vs, 즉 Vf
in 전압과 레벨링이 된다.

최종적인 전압은 상기한 수학식 1에서 결정된다.

이 과정을 보면, 상기한 수학식 1에서 Vs는 이전 프레임의 픽셀 전압이고, Vm은 현재 프레임에서 데이터 전극 라인에 
의해 전달된 전압이다. 결국 상기한 수학식 1은 하기하는 수학식 2로 변경할 수 있다.

수학식 2

여기서, Vn은 n번째 프레임의 최종 픽셀 전압이고, V (Dn) 는 n번째 프레임에 서 데이터 전극 라인을 통한 픽셀 공급 전
압이며, V(n-1) 는 n-1번째 프레임의 픽셀 전압이다.

상기한 수학식 2를 보면, n번째 프레임의 최종 픽셀 전압(Vn)은 이전 프레임의 전압의 영향을 받고, 현재 프레임의 전
압과 적당히 더해져서 최종 픽셀 전압이 되는 것을 확인할 수 있다.

따라서, 이와 같은 구조에서 구동적으로 오버 슈트를 발생시키기 위한 조건을 만족시킬 수 있다.

즉, 서브 픽셀에 이전 프레임의 정보, 바람직하게는 최종 픽셀 전압을 저장한다. 이어, 상기한 수학식 2에 의해 메인 픽
셀과 서브 픽셀의 캐패시턴스의 비율에 의해 최종 전압이 결정되면서 그 만큼의 오버 슈트 또는 언더 슈트를 얻을 수 있
다.

도 5는 상기한 수학식 2를 시뮬레이션한 결과를 도시한다.

도 5를 참조하면, 계조가 바뀌는 부분인 동그라미 표시한 부분에 오버 슈트(overshoot) 또는 언더 슈트(undershoot)
가 발생하는 것을 확인할 수 있다. 이때 오버 슈트나 언더 슈트의 크기는 서브 픽셀의 캐패시턴스에 따라 달라진다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구
범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있
음을 이해할 수 있을 것이다.

    발명의 효과
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이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 픽셀 메모리 기능을 갖는 액정 표시 장치에 의하면, 액정 표시 장치의 고속 응
답을 위해 별도로 구동적인 조작을 하지 않더라도 보다 손쉽게 액정 표시 장치의 응답 속도를 고속화할 수 있다.

또한, 서브 픽셀의 캐패시턴스를 변화시켜 오버 슈트 양이나 언더 슈트 양을 조절하기 때문에 응답 속도의 성능도 탁월
하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

주사 신호를 전달하는 다수의 게이트 전극 라인과, 상기 게이트 전극 라인에 수직 배치되어 데이터 신호를 전달하는 다
수의 데이터 전극 라인을 포함하는 액정 표시 장치에 있어서,

제1단과 제2단이 각각 이전의 데이터 전극 라인과 이전의 게이트 전극 라인간에 연결된 제1 스위칭 소자와, 일단이 상
기 제1 스위칭 소자에 연결된 제1 액정 캐패시터를 구비하여, 상기 게이트 전극 라인과 상기 데이터 전극 라인간의 일
정 영역에 형성되며, 상기 주사 신호를 근거로 상기 데이터 신호를 디스플레이하는 메인 픽셀부; 및

소정의 캐패시터를 구비하여, 이전 프레임의 전압을 메모리하는 서브 픽셀부를 포함하여,

상기 메인 픽셀부와 상기 서브 픽셀부의 캐패시턴스의 비율에 의해 결정된 최종 픽셀 전압을 근거로 오버 슈트와 언더 
슈트중 어느 하나를 얻는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 메인 픽셀부는,

일단이 상기 제1 스위칭 소자에 연결된 제1 스토리지 캐패시터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 서브 픽셀부는,

제1단이 상기 제1 액정 캐패시터의 일단에 연결되고, 제2단이 현재의 게이트 전극 라인에 연결된 제2 스위칭 소자; 및

일단이 상기 제2 스위칭 소자의 제3단에 연결되어, 이전 프레임의 전압을 메모리하는 제2 스토리지 캐패시터를 포함하
는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 서브 픽셀부는,

제1단이 상기 제1 스토리지 캐패시터의 일단에 연결되고, 제2단이 현재의 게이트 전극 라인에 연결된 제2 스위칭 소자
;

일단이 상기 제2 스위칭 소자의 제3단에 연결된 제2 액정 캐패시터; 및

일단이 상기 제2 액정 캐패시터의 일단에 연결되어, 이전 프레임의 전압을 메모리하는 제2 스토리지 캐패시터를 포함하
는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 5.
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제1항에 있어서,

n번째 프레임의 최종 픽셀 전압(Vn)은,

(여기서, V(Dn) 는 n번째 프레임에서 데이터 전극 라인을 통한 픽셀 공급 전압, V (n-1) 는 n-1번째 프레임의 픽셀 전
압, Vm은 메인 픽셀부에서의 픽셀 전압, Cclm는 메인 픽셀부에서의 액정 캐패시턴스, Cstm은 메인 픽셀부에서의 스토
리지 캐패시턴스, Vs는 서브 픽셀부에서의 픽셀 전압, Ccls는 서브 픽셀부에서의 액정 캐패시턴스, Csts는 서브 픽셀
부에서의 스토리지 캐패시턴스)

를 근거로 산출되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

도면
도면 1

도면 2
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도면 3
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도면 4
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도면 5
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摘要(译)

能够应用于过冲或点反转的液晶显示器产生下冲，这比实施本发明所公
开的价格便利。根据本发明，主像素区域和子像素区域形成在形成于液
晶显示器的栅电极线和数据电极线上的恒定区域上。此时，形成其中主
像素区域连接在数据电极线和前一栅电极线之间的第一薄膜晶体管。在
具有并联连接的第一薄膜晶体管中决定第一液晶电容器和第一存储电容
器。此外，子像素区域是第2个第三齿轮是第二液晶电容器，第二个存储
电容器第2个第二个第二端连接到栅极电极线，第2个第一步骤连接在第
一个液晶电容器中形成第一个存储电容器并联连接。因此，可以获得与
利用主像素和子像素的电容的速率确定最终像素电压的过冲，前一帧的
信息存储在子像素区域中。液晶，过冲，下冲，分度，响应速度，高
速。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7ffe67f5-6ba4-4c50-acc1-a25b3e92dcf0
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027717935/publication/KR20030012668A?q=KR20030012668A

